Resumé
    Le silicium amorphe hydrogéné est un matériau semiconducteur très intéressant en raison de ses applications. Parmi elles, on peut citer les cellules solaires. L'utilisation optimale de ce matériaux nécessite l'amélioration des méthodes de sa préparation. D'où l'intérêt de  sa caractérisation. L'objectif de notre travail est de caractériser le a-Si:H par la technique SPV qui sert à déterminer la longueur de diffusion. Les échantillons utilisés dans ce travail sont des diodes Schottky à base du a-Si:H, déposées au sein de notre laboratoire par la technique de pulvérisation en continu assistée par un magnétron. Dans notre travail nous caractérisons ces échantillons d'abord par des mesures électriques, ensuite nous appliquons la technique SPV. La caractérisation électrique consiste à mesurer la caractéristique courant-tension. L'exploitation des courbes I(V) nous informe sur la qualité des échantillons. La technique SPV est basée sur la mesure de la réponse spectrale d'une diode Schottky  en circuit ouvert lorsqu'elle est soumise à un flux lumineux monochromatique. Le principe de cette méthode consiste à maintenir la tension constante en fonction de l'énergie de photons et ceci en ajustant le flux de photons incident à chaque énergie. Le flux de photons mesuré à l'aide d'une photodiode de référence est lié directement à la longueur de diffusion.
